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1 总述 
TEA2206T是一款有源桥式整流控制器，用于以MOSFET取代传统二极管桥中的两个低边二

极管。 

将TEA2206T与低电阻高压外部MOSFET配合使用，可使典型整流器二极管正向传导损耗降

低50%，从而显著提高功率转换器的效率。在90 V(AC)电源电压下，效率可以提高约0.7%。 

TEA2206T采用绝缘硅片(SOI)工艺制成。 

2 特性和优势 

2.1 能效特性 

• 降低了二极管整流器桥的正向导通损耗 

• 极低IC功耗(2 mW) 

2.2 应用特性 

• 直接驱动两个整流器MOSFET 

• 外部零件数量很少 

• 集成X电容放电(2 mA) 

• 自供电 

• SO8封装 

2.3 控制特性 

• 欠压锁定 

• 用于所有外部功率MOSFET的漏源过压保护 

• 用于所有外部功率MOSFET的启动时栅极下拉电流 

3 应用 
TEA2206T面向将升压型功率因数控制器作为第一级的电源。第二级可以是谐振控制器、

反激控制器，或任何其他控制器拓扑。它可用于所有需要高效率的电源： 

• 电源适配器 

• 台式电脑和一体机电源 

• 电视电源 

• 服务器电源 
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图1. 功能框图 
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4 订购信息 
 

表1. 订购信息 
型号 封装 

名称 说明 版本 

TEA2206T/1 SO8 塑料小型封装；8引脚；体宽3.9 mm SOT96-1 

 

5 标示 
 

表2. 标示 
型号 标记代码 
TEA2206T/1 TEA2206 

 
6 功能框图 
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7 引脚配置信息 

7.1 引脚配置 

 
 
 

7.2 引脚说明 
 

表3. 引脚说明 
符号 引脚 说明 

L 1 左输入 

HVS 2 高压隔离间隔；不连接 

GATELL 3 左侧低端栅极驱动器 

VCC 4 电源电压 

GND 5 接地 

GATELR 6 右侧低端栅极驱动器 

HVS 7 高压隔离间隔；不连接 

R 8 右输入 

图2. 引脚配置图 (SO8) 
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图3. TEA2206T典型配置图 
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8 功能说明 

8.1 简介 

TEA2206是由两个二极管和两个MOSFET构成的有源桥式整流桥的控制器芯片。它可

以直接驱动两个MOSFET。图3显示了典型配置。它适用于后跟升压型功率因数电路的

应用。 
 

 

8.2 操作 

TEA2206T的控制电路检测引脚L和R之间电源电压的极性。根据极性，GATELL或
GATELR其中之一将导通。根据斜率极性，控制电路中比较L和R电压的比较器阈值分别

为250 mV和-250 mV。如果L和R之间的压差小于250 mV，则GATELL和GATELR均处于

低电平。 

栅极驱动器是高电流轨到轨MOS输出驱动器。从L或R引脚汲取电流的片上电源电路产生

栅极驱动器电压。在电源电压过零交叉点之后，电源电容Cvcc充电至调节电平Vreg。然后

进入放电状态。从电源电压产生的功耗约为1 mW，不包括外部功率MOSFET的栅极电荷

损耗。这些栅极电荷损耗通常会增加1 mW的功耗。 

在启动时，电源电容首先充电至Vstart电压，然后进入启动状态。在电源电压下一次过零交

叉点之后，电源电容在充电状态中充电到Vreg。当电源电容上的电压超过Vdis时，允许栅

极驱动器输出。当所有驱动器均处于活动状态时，MOSFET取代了二极管的角色，与无

源二极管整流桥相比，可降低功率损耗。 
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当电源电压断开时，放电状态下的内部偏置电流会使电源电容放电。当VCC引脚上的电

压下降到低于Vdis时，X电容进入放电状态，这将从引脚L或引脚R消耗2 mA电流以使X电
容放电。X电容开始放电之前的等待时间td为： 

 
(1) 

 

 
 

对CVCC使用2.2 μF的典型值会产生大约0.45 s。当L引脚或R引脚将X电容放电的同时，可

以重新连接电源。在这种情况下，将再次进入充电模式。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表4. TEA2206T状态 

状态 说明 I (L)或I (R) I (VCC) 

启动 电源电容在4.8 V保持稳定 2 mA 0 

充电 电源电容从引脚L或引脚R以2 mA充电 2 mA -2 mA 

放电 内部偏置电流和栅极电荷损耗使电源电容放电 1 μA 20 μA 

x电容放电 电源电容和x电容以2 mA放电 2 mA -2 mA 

图4. TEA2206T信号 
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8.3 保护 
 

8.3.1 栅极下拉 

所有栅极驱动器输出均具有下拉电路。该电路可以确保如果驱动器电源电压低于欠压锁定

水平，则栅极驱动器输出将放电至小于2 V。 

 
8.3.2 功率MOSFET漏-源保护 

如果外部功率MOSFET的漏极-源极电压超过VVCC-2 V，则所有栅极驱动器输出均被禁用。

这可避免启动时在功率MOSFET中产生高功耗和高电流峰值。 

 
8.3.3 最小电源电压 

仅当节点L或R上的电压超过22 V时，才进入充电状态。 
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9 限值 
 

表5.限值 
依据绝对最大额定值系统 (IEC 60134)。所有电压均基于接地（引脚7）测量；正电流流入芯片。只要

不违反其他额定值，则电压额定值有效；只要不违反其他额定值，则电流额定值有效。 
 

符号 参数 条件 最小值 最大值 单位 

电压 
VL L引脚上的电压 工作 -5 +440 V 

电源瞬变：全使用寿命中最多

10分钟 
-5 +700 V 

VR R引脚上的电压 工作 -5 +440 V 

电源瞬变：全使用寿命中最多

10分钟 
-5 +700 V 

SRmax 最大压摆率 引脚L和R - 50 V/ns 

VVCC VCC引脚上的电压  -0.4 14 V 

VGATELL GATELL引脚上的电压  -0.4 14 V 

VGATELR GATELR引脚上的电压  -0.4 14 V 

概览 
Tj 结点温度  -40 +125 ºC 

Tstg 存储温度  -55 +150 ºC 

静电放电 
VESD 静电放电电压 人体模型(HBM) 
  引脚L和R -1000 +1000 V 
  其他引脚 -2000 +2000 V 
  充电设备模型(CDM) -500 +500 V 

 

10 热特性 
 

表6. 热特性 

符号 参数 条件 典型值 单位 

Rth(j-c) 从结点到机壳的热阻值 在自由空气中 [1] 46 K/W 

Rth(j-a) 从结点到环境的热阻值 在自由空气中；单层PCB [1] 177 K/W 

在自由空气中；四层PCB；JEDEC测试板 [1] 126 K/W 
 

[1] 给定的热阻值基于仿真结果。 
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11 特性 
 

表7. 特性 
Tamb = 25 °C；所有电压均基于GND测量；流入IC的电流为正电流；除非另做说明。 

 

符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

高压电源（引脚L和R） 
Ion 导通状态电流 充电状态；X电容放电状态；启动状态 1.5 2 2.75 mA 

Ioff 关断状态电流 放电状态 0.9 1.3 1.8 μA 

Vstart 启动电压 高压启动 9 - - V 

低压电源（VCC引脚） 

Idch 放电电流 X电容放电 3 4 5.5 mA 

Ibias 偏置电流 放电状态 15 20 30 μA 

Ich 充电电流 充电状态 1.5 2 2.75 mA 

VUVLO 欠压锁定电压  3.6 4.2 4.9 V 

Vstartup 启动电压 启动状态 4.3 4.8 5.3 V 
Vdis 禁用电压 高电平 9.2 9.7 10.2 V 

迟滞 1.1 1.5 1.8 V 

Vregd 调节输出电压  11.4 12 12.8 V 

栅极驱动器输出引脚（GATELL、GATELR） 

Isource 源极电流 VVCC = 12 V; Vgate = 6 V [1] 125 200 400 mA 

Isink 吸电流 VVCC = 12 V; Vgate = 6 V [1] 150 200 500 mA 

Ipd 下拉电流 VVCC = 2 V; Vgate = 2 V 100 200 250 μA 

Ron 导通状态电阻  11 15 20 Ω 

Roff 关断状态电阻  7 10 14 Ω 

Vprot(G) 栅极驱动器保护电压 L-VCC；R-VCC -3 -2.3 -1 V 

控制电路（引脚L和R） 

Vth 阈值电压 峰值检测器阈值电压 15 22 32 V 

Voffset 偏置电压 过零比较器偏置电压 150 250 350 mV 

td 延迟时间 
dV/dt = 0.1 V/μs [2] 1200 1500 2500 ns 

dV/dt = 10 V/μs [2] 550 700 1200 ns 
 

[1] 由关联测量覆盖。 
[2] 设计保证。 
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图5. TEA2206T典型应用，带电源滤波器和升压型PFC 
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12 应用信息 
配备TEA2206T的开关模式电源通常由TEA2206T前的电源滤波器和其后的升压型功

率因数控制器组成。在升压型PFC之后，可以使用谐振控制器、反激控制器或任何其

他拓扑。 

请特别注意TEA2206T的L和R引脚的连接。电源瞬变或电涌必须限制在电压700 V以下。 

电源电容的典型值为1 µF至2.2 µF。数值较大的电源电容会增加X电容放电的延迟时间(td)。

由于电源电容CVCC可能不会在每个电压半周期充电，因此它们也可能会增加功耗。 
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13 封装尺寸 
 

表8.  
SO8：塑封小型封装；8引脚；体宽3.9 mm SOT96-1 

 
刻度 

 
尺寸（以英寸为单位的尺寸从原始mm尺寸转换而来） 

单位 A 
（最大值） A1 A2 A3 bp c D(1) E(2) e HE L Lp Q V w y Z (1) θ 

mm 1.75 0.25 
0.10 

1.45 
1.25 0.25 0.49 

0.36 
0.25 
0.19 

5.0 
4.8 

4.0 
3.8 1.27 6.2 

5.8 1.05 1.0 
0.4 

0.7 
0.6 0.25 0.25 0.1 0.7 

0.3 8o 
0o 

英寸 0.069 0.010 
0.004 

0.057 
0.049 0.01 0.019 

0.014 
0.0100 
0.0075 

0.20 
0.19 

0.16 
0.15 0.05 0.244 

0.228 0.041 0.039 
0.016 

0.028 
0.024 0.01 0.01 0.004 0.028 

0.012 

 
备注 
1. 不包括每边最大为0.15 mm（0.006英寸）的塑料或金属突起部分。 

2. 不包括每边最大为0.25 mm（0.01英寸）的塑料或金属突起部分。 
 

尺寸版本 
参考资料 

第一角投影 发行日期 
IEC JEDEC JEITA  

SOT96-1 076E03 MS-012   
 

99-12-27 
03-02-18 

图6. 封装尺寸：SOT96-1 (SO8) 
  
  

X详图 

引脚1索引 
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14 修订记录 
 

表9. 修订记录 

文档ID 发布日期 数据手册状态 更改说明 取代版本 

TEA2206T v.1.1 20210507 产品数据手册 - TEA2206T v.1 

修改： •更新了第11部分“特性”。 

TEA2206T v.1 20201202 产品数据手册 - - 
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15 法律信息 
 
15.1 数据手册状态 

 
文档状态[1][2] 产品状态[3] 定义 

客观[缩略版]数据手册 开发 该文档包含产品开发客观规范的数据。 

初始[缩略版]数据手册 认证 该文档含有初始规范的数据。 

产品[缩略版]数据手册 生产 该文档含有产品规范。 

[1] 请在开始或完成设计之前查看最新发布文件。 
[2] 有关“缩略版数据手册”的说明见“定义”部分。 
[3] 自本文件发布以来，文件中的器件产品状态可能已发生变化；如果存在多个器件，则可能存在差异。最新产品状态信息通过互联网发布，网址为：

http://www.nxp.com 
 

 
15.2 定义 
初稿——文档的初稿状态表示内容仍在内部审查，尚未正式批准，可能

会有进一步修改或补充。恩智浦半导体对文档初稿版本中所包含信息的

准确性或完整性不做任何说明或保证，并对因使用此信息而带来的后果

不承担任何责任。 

缩略版数据手册——缩略版数据手册是产品型号和标题完全相同的完整

版数据手册的节选。缩略版数据手册仅供快速参考使用，不包括详细和

完整的信息。欲了解详细、完整的信息，请查看相关的完整版数据手册，

可向当地的恩智浦半导体销售办事处索取。如完整版与缩略版存在任何

不一致或冲突，请以完整版为准。 

产品规范——产品数据手册中提供的信息和数据应定义恩智浦半导体与

其客户之间达成一致的产品规范，除非恩智浦半导体和客户另行达成书

面协议。在任何情况下，若协议认为恩智浦半导体产品需要具有超出产

品数据手册规定的功能和质量，则该协议无效。 
 

15.3 免责声明 
有限保证和责任——本文中的信息据信是准确和可靠的。但是，恩智浦

半导体对此处所含信息的准确性或完整性不做任何明示或暗示的声明或

保证，并对因使用此信息而带来的后果不承担任何责任。若文中信息并

非来自恩智浦半导体，则恩智浦半导体对该信息的内容概不负责。在任

何情况下，对于任何间接性、意外性、惩罚性、特殊性或后果性损害

（包括但不限于利润损失、积蓄损失、业务中断、因拆卸或更换任何产

品而产生的开支或返工费用），无论此等损害是否基于侵权行为（包括

过失）、保证、违约或任何其他法理，恩智浦半导体均不承担任何责任。

对于因任何原因给客户带来的任何损害，恩智浦半导体对本文所述产品

的总计责任和累积责任仅限于恩智浦商业销售条款和条件所规定的范围。 

修改权利——恩智浦半导体保留对本文所发布的信息（包括但不限于规

范和产品说明）随时进行修改的权利，恕不另行通知。本文档将取代并

替换之前就此提供的所有信息。 

 

适宜使用——恩智浦半导体产品并非设计、授权或担保适合用于生命保障、

生命关键或安全关键系统或设备，亦非设计、授权或担保适合用于在恩智

浦半导体产品失效或故障时可导致人员受伤、死亡或严重财产或环境损害

的应用。恩智浦半导体及其供应商对在此类设备或应用中加入和/或使用恩

智浦半导体产品不承担任何责任，客户需自行承担因加入和/或使用恩智浦

半导体产品而带来的风险。 

应用——本文档所述任何产品的应用只用于例证目的。此类应用如不经进

一步测试或修改用于特定用途，恩智浦半导体对其适用性不做任何声明或

保证。客户负责自行利用恩智浦半导体产品进行设计和应用，对于应用或

客户产品设计，恩智浦半导体无义务提供任何协助。客户须自行负责检验

恩智浦半导体的产品是否适用于客户的规划应用和产品，以及是否适用于

其第三方客户的规划应用和使用。客户须提供适当的设计和操作安全保障

措施，以尽可能降低与应用和产品相关的风险。对于因客户的应用或产品

中的任何缺陷或故障，或者客户的第三方客户的应用或使用导致的任何故

障、损害、费用或问题，恩智浦半导体均不承担任何责任。客户负责对自

己基于恩智浦半导体的产品的应用和产品进行所有必要测试，以避免这些

应用和产品或者客户的第三方客户的应用或使用存在任何缺陷。恩智浦不

承担与此相关的任何责任。 

限值——超过一个或多个限值（如IEC 60134绝对最大额定值体系所规定）

会给器件带来永久性损害。限值仅为强度额定值，若器件工作于这些条件

下或者超过“建议工作条件部分”（若有）或者本文档“特性”部分规定的条件

下，则不在担保范围之内。持续或反复超过限值将对器件的质量和可靠性

造成永久性、不可逆转的影响。 

商业销售条款和条件——除非有效书面单项协议另有规定，恩智浦半导体

产 品 的 销 售 遵 循 关 于 商 业 销 售 的 一 般 条 款 和 条 件 ， 详 见

http://www.nxp.com/profile/terms。如果只达成了单项协议，则该协议的条

款和条件适用。恩智浦半导体特此明确反对，应用客户就其购买恩智浦半

导体产品而制定的一般条款和条件。 

http://www.nxp.com/
http://www.nxp.com/profile/terms
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无销售或许可要约——本文档中的任何信息均不得被理解或解释为对承诺开

放的销售产品的要约，或者授予、让与或暗示任何版权、专利或其他工业或

知识产权的任何许可。 

快速参考数据——快速参考数据指本文件“限值”和“特性”部分所提供数据的节

选，因此不完整、不详尽并且不具法律约束力。 

出口管制——本文档以及此处说明的产品可能受出口法规的管制。出口可能

需要事先经主管部门批准。 

非汽车应用产品——除非本数据手册明确表示，恩智浦半导体的本特定产品

适用于汽车应用，否则，均不适用于汽车应用。未根据汽车测试或应用要求

进行验证或测试。对于在汽车器件或应用中包括和/或使用非汽车应用产品的

行为，恩智浦半导体不承担任何责任。客户将产品用于设计导入以及符合汽

车规范和标准的汽车应用时，客户须(a)使用产品但恩智浦半导体不对产品的

此等汽车应用、用途和规范作任何保证；并且(b)若客户超越恩智浦半导体规

范使用汽车应用产品，须自行承担所有风险；并且(c)对于因客户设计以及客

户超出恩智浦半导体标准保证范围和恩智浦半导体产品规范使用汽车应用产

品而导致的任何责任、损害或产品故障索赔，客户须免除恩智浦半导体的全

部责任。 

 
 
翻译——非英文（翻译）版的文档仅供参考。如翻译版与英文版存在任何差

异，以英文版为准。 

安全性——客户了解，所有恩智浦产品都可能存在尚未明确或有文档记录的

漏洞。客户负责其应用和产品在整个使用生命周期内的设计和运行，减少这

些漏洞对客户应用和产品的影响。客户的责任还包括由恩智浦产品支持的其

他开放和/或专有技术在客户应用中的使用。恩智浦对任何漏洞不承担任何责

任。客户应定期检查恩智浦的安全更新，并采取适当的跟进措施。客户应选

择安全特性最符合预期应用的规则、法规和标准的产品，并对其产品做出最

终的设计决定，客户全权负责其产品符合所有法律、法规和安全性相关要求，

与恩智浦可能提供的任何信息或支持无关。恩智浦产品拥有一个产品安全事

件响应团队(PSIRT)（联系方式是PSIRT@nxp.com），该团队负责管理恩智

浦产品安全漏洞的调查、报告和解决方案发布。 

 

15.4 商标 

注意：所有引用的品牌、产品名称、服务名称以及商标均为其各自所有者的

资产。 

GreenChip是恩智浦的商标。 

恩智浦文字商标和标志是NXP B.V.的商标。 
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	1 总述
	TEA2206T是一款有源桥式整流控制器，用于以MOSFET取代传统二极管桥中的两个低边二极管。
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	• 自供电
	• SO8封装

	2.3 控制特性
	• 欠压锁定
	• 用于所有外部功率MOSFET的漏源过压保护
	• 用于所有外部功率MOSFET的启动时栅极下拉电流


	3 应用
	TEA2206T面向将升压型功率因数控制器作为第一级的电源。第二级可以是谐振控制器、反激控制器，或任何其他控制器拓扑。它可用于所有需要高效率的电源：
	TEA2206T面向将升压型功率因数控制器作为第一级的电源。第二级可以是谐振控制器、反激控制器，或任何其他控制器拓扑。它可用于所有需要高效率的电源：
	• 电源适配器
	• 台式电脑和一体机电源
	• 电视电源
	• 服务器电源

	4 订购信息
	表1. 订购信息

	5 标示
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	6 功能框图
	7 引脚配置信息
	7.1 引脚配置
	7.2 引脚说明
	表3. 引脚说明


	8 功能说明
	8.1 简介
	TEA2206是由两个二极管和两个MOSFET构成的有源桥式整流桥的控制器芯片。它可以直接驱动两个MOSFET。图3显示了典型配置。它适用于后跟升压型功率因数电路的应用。
	TEA2206是由两个二极管和两个MOSFET构成的有源桥式整流桥的控制器芯片。它可以直接驱动两个MOSFET。图3显示了典型配置。它适用于后跟升压型功率因数电路的应用。

	8.2 操作
	TEA2206T的控制电路检测引脚L和R之间电源电压的极性。根据极性，GATELL或GATELR其中之一将导通。根据斜率极性，控制电路中比较L和R电压的比较器阈值分别为250 mV和-250 mV。如果L和R之间的压差小于250 mV，则GATELL和GATELR均处于低电平。
	TEA2206T的控制电路检测引脚L和R之间电源电压的极性。根据极性，GATELL或GATELR其中之一将导通。根据斜率极性，控制电路中比较L和R电压的比较器阈值分别为250 mV和-250 mV。如果L和R之间的压差小于250 mV，则GATELL和GATELR均处于低电平。
	栅极驱动器是高电流轨到轨MOS输出驱动器。从L或R引脚汲取电流的片上电源电路产生栅极驱动器电压。在电源电压过零交叉点之后，电源电容Cvcc充电至调节电平Vreg。然后进入放电状态。从电源电压产生的功耗约为1 mW，不包括外部功率MOSFET的栅极电荷损耗。这些栅极电荷损耗通常会增加1 mW的功耗。
	在启动时，电源电容首先充电至Vstart电压，然后进入启动状态。在电源电压下一次过零交叉点之后，电源电容在充电状态中充电到Vreg。当电源电容上的电压超过Vdis时，允许栅极驱动器输出。当所有驱动器均处于活动状态时，MOSFET取代了二极管的角色，与无源二极管整流桥相比，可降低功率损耗。
	当电源电压断开时，放电状态下的内部偏置电流会使电源电容放电。当VCC引脚上的电压下降到低于Vdis时，X电容进入放电状态，这将从引脚L或引脚R消耗2 mA电流以使X电容放电。X电容开始放电之前的等待时间td为：
	(1)
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	8.3 保护
	所有栅极驱动器输出均具有下拉电路。该电路可以确保如果驱动器电源电压低于欠压锁定水平，则栅极驱动器输出将放电至小于2 V。
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	仅当节点L或R上的电压超过22 V时，才进入充电状态。
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